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(57) Rezumat:
1

Inventia se refera la domeniul tehnicii de
masurare si poate fi utilizatd in aparate de
masurat, in care se utilizeaza senzori pe baza
de oxizi semiconductori nanostructurati.

Dispozitivul de masurare a rezistentei
senzorului pe bazd de oxizi semiconductori
nanostructurati in diapazon de ordinul
microwatilor include o sursa de tensiune de
referinta reglabila Uy, conectata la iesirea unui
microcontroler §i unitd in serie cu senzorul
nanostructurat cercetat Ry si un rezistor de
referintd Ro, punctul de legdtura al caruia cu
senzorul cercetat Rx este conectat la intrarea
microcontrolerului, totodata circuitele comune
al rezistorului de referintd R,, sursei de
tensiune de  referinta  Uwpr si ale
microcontrolerului sunt unite la pamant.

Metoda de masurare a rezistentei
senzorului pe bazd de oxizi semiconductori
nanostructurati in diapazon de ordinul
microwatilor constd in aceea cd se masoard

2
tensiunea Uyt a sursei de tensiune de referinta,
se masoara caderea de tensiune pe rezistorul de
referintd Uy, se calculeaza caderea de tensiune
pe nanostructura cercetatd conform formulei

Uz = UerUno, se calculeazd valoarea
X
curentului care trece prin nanostructura dupa
formula I, = Ug /Ro, se calculeaza puterea
X X

licata nanostructura = *
aplicatd pe nanos uc?ra .ERI IRx.URx’ se
seteazd valoarea tensiunii de referintd Uyer
astfel, incat puterea P, sd nu depdseascd

X
valoarea maxim admisibila Pn in conformitate
cu expresia Pp <Pn. Calcularea valorii
X
rezistentei senzorului Ry se efectueaza conform
legii lui Ohm, utilizand valorile obtinute Up
X

il .
s IRx . .
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